INFIQC SINTESIS Y CARACTERIZACION DE CAPAS COMPACTAS DE
Zn0 ELECTRODEPOSITADAS SOBRE ITO

FCQ

Facultad de
Ciencias Quimicas

Cecilia I. Vazquez, Valentina Rovasio, Ana M. Baruzzi, Rodrigo A. Iglesias

WEN
Dpto. de Fisicoquimica, Fac. de Ciencias Quimicas, Univ. Nacional de Cordoba. INFIQC - CONICET =

e-mail: cvazquez@unc.edu.ar

Introduccion

En los ultimos anos, se ha generado un gran interés en el desarrollo y optimizacion de materiales hibridos semiconductores para su aplicacion en la fabricacion diversos dispositivos optoelectronicos,
tales como celdas solares, diodos emisores de luz, fotodetectores, etc. En particular, el ZnO es un material muy interesante para estos fines, ya que es un semiconductor directo con dopado natural tipo-n
(posee un bang gap de 3,37eV) y es biologicamente compatible, por lo que su uso no genera residuos altamente téxicos para el medio ambiente. Otra de las grandes ventajas que posee es que puede ser
sintetizado en una amplia variedad de tamafos y morfologias (nanoparticulas, cubos, varillas, resortes) mediante técnicas sencillas y de bajo costo, como electroquimicas o quimicas en fase acuosa a
temperaturas relativamente bajas (T<90°C).

Por lo tanto, el principal objetivo de este trabajo involucra la electrodeposicion de capas compactas de ZnO sobre sustratos ITOs (del ingles, Indium Tin Oxide) bajo diferentes condiciones experimentales y
posterior caracterizacion.

Sintesis Cronopotenciométrica Caracterizacion

<+ Sintesis galvanostatica de las capas compactas de ZnO: la deposicién se realiz6 en una celda
electroquimica de tres electrodos (ET: ITO, CE: chapa de Pt y ER: Ag|AgCl(sat)) en soluciones de
Zn(NO;), 0,1M a 70°C, con agitacion y atmosfera de N,. Se aplicO un programa de multiples
pulsos de corriente mostrado en la Fig. 1. Estos pulsos fueron repetidos hasta alcanzar la
densidad de carga final deseada (Fig. 2).
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Conclusiones Agradecimientos
4+ Se ha logrado la obtenciéon de capas compactas de ZnO mediante electrodeposicion galvanostatica. Estas son homogeéneas y cristalinas, tipo wurtzita. Ademas, 4+ A las instituciones CONICET, SeCyT-
son Opticamente transparentes en la region visible del espectro electromagnético. UNC y FONCYT por el
4+ Se ha logrado determinar no-destructivamente el espesor de la capas a partir del ajuste de los espectros de transmitancia. Se ha determinado que el espesor financiamiento.
obtenido depende de la carga de deposicion y no de la corriente de crecimiento. 4+ Laboratorio LAMARX-FaMAF, UNC
4+ A partir de mediciones espectroelectroquimicas y de las ecuaciones de Burstein-Moss fue posible calcular la densidad de transportadores de carga inyectada por las imagenes SEM.
en la banda de conduccion del semiconductor al aplicar sobrepotenciales negativos.




